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ける電気伝導機構に関する研究の成果をまとめたもので 7 章から成っている O
第 1 章は序論で，アモルファスシリコンの特性と研究の歴史を簡単に述べ，本論文の目的と各章の主
題を明らかにした。
第 2 章ではアモルファス半導体の電気伝導に特有な多重捕獲過程について述べ アモルファスシリコ
ン内での複雑な電子輸送機構をコンビュータによってシミュレートする新しい方法を提案し，その結果





























(2) ジシランガスおよびモノシランガスを原料として作製した 2 種のアモルファスシリコン膜(ジシラ
ン膜およびモノシラン膜)の特性を比較し基板温度 180 0Cを境にして電子輸送特性に著しい違いが
現れることを見出しているO 基板温度が 180 0C以上では，少なくとも室温の特性は同等であるが，












(5) 印加電界が 2 x104 V /cm を越えると，アモルファスシリコン薄膜の暗時の導電率および、パルス光
-603-
伝導度の両方に，ホットエレクトロン効果によると思われる非線形現象が現れることを見出している。
以上のように，本論文は，アモルファスシリコン薄膜，アモルファス炭化シリコン薄膜，およびア
モルファスシリコン超格子の電子輸送現象に関する多くの新しい知見と，アモルファスシリコン薄膜
太陽電池の高性能化に対する示唆を与えており，半導体工学の発展に寄与するところが大きい。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものとして認める。
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